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１．概要（Summary） 
高分子半導体薄膜へDistributed feedback (DFB)型の

光共振器構造を導入して、高分子半導体レーザーの作

製を行う。光励起レーザー発振に最適な共振器構造を見

出すこと、および未だ実現されていない電流励起高分子

半導体レーザーの作製を目指す。DFB 型回折格子の作

製に電極の作製に名古屋大学先端技術研究センターの

設備を利用した。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
 電子線露光装置）、両面露光用マスクアライナ 
【実験方法】 
 両面露光用マスクアライナを用いてガラス基板上にパタ

ーン描画し、現像、Ｃｒ、Ａｕ蒸着、リフトオフを経て電極の

パターニングを行う。 
  EB 描画装置を用いてパターン描画した後、ICP エッ

チングを行う。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
  パターンニングの最適化の途中経過を報告する。電極

パターンの作製においては基板上に LOR-5B、

S1813-G を塗布し、逆テーパー型のレジストパターンを

作製した。Fig.1 はリフトオフ後の電極の光学顕微鏡写真

であり、きれいな電極パターンが作製できていない。その

原因としてはレジスト残りや回り込みが考えられ、プロセス

の最適化が必要である。 
  また、EB 描画においてはレジストに ZEP520A を用い

たときFig.2に示すように上に周期 170nmのレジストパタ

ーンがきれいに描画されており、これを ICP エッチングに

より深堀することで良質な DFB 型回折格子が作製できる

ものと考えられる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Optical microscope image of Cr/Au electrode 
fabricated on glass substrate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 SEM image of corrugated structure patterned 
by e-beam lithography. 
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